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【はじめに】陽極化成時に直線偏光を照射することにより，発光特性[1,2]ならびに屈折率[3]に異方性を有するポーラスシリコン層が形成される

ことを報告した．それらの光学異方性の発現機構に関してより詳細な検討を行うため，ここでは発光特性の励起波長依存性について報告する． 

0

2

4

6

0

30

60
90

120

210

240
270

300

330

Po
la

riz
at

io
n 

(%
) (b) E

etch

0

5

10

0

30

60
90

120

210

240
270

300

3301.6eV
1.8eV
2.0eV

Po
la

riz
at

io
n 

(%
) (a)

【実験方法】ｎ型（100）0.05 ～ 0.5Ωcm の Si 基板を用い，55%HF: C2H5OH = 1:3 の溶液中，20mA/cm
2で 30 分間陽極化成を行った．陽極化成中

はハロゲンランプ光を色ガラスフィルターと偏光板を通して照射した．陽極化成

後，安定な発光を得るため，50℃の希硫酸中で 10 分間処理を行った． 

【結果と考察】図１は励起光の偏光方向に対する発光の直線偏光度の変化を示し

たものである．2.4eV で励起したときにはあまりはっきりした異方性は見られない

が，3.0eV で励起したときには高エネルギー側で高い異方性が得られた．これは，

直線偏光照射の影響を受けて形成された比較的サイズの小さい構造が，3.0eV の励

起光で効率的に励起されるためであると考えることができる． 
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